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Prin aplicarea tehnologiilor din faza gazoasă, în sistemul In-PCl3-
H2, și a volumului cvasiînchis, au fost preparate heterojoncțiuni tip 
nCdS-pInP, nCdS-i-pInP pentru fotodetectori cu sensibilitatea în 
intervalul vizibil al spectrului. În calitate de substraturi au fost utilizate 
plachete din InP:Zn tăiate în direcțiile cristalografice (111), (100), cu 

sau fără devieri de 3...4, în direcția cristalografică (110), din lingouri 
crescute prin metoda Czocralsky. Parametrii electrici ai substraturilor: 

p=(3...4)1018 cm-3, =49...65 cm2V-1s-1, =0,28 cm. Substraturile, în 
prealabil, au fost corodate într-o soluție de Br(5%)+metanol / 
HNO3+HCl(3:1) și spălate/fierte în diferiți solvenți. Temperaturile în 
reactor, în zonele de localizare a dopantului (Zn) și de depunere a stra-

tului epitaxial intermediar iInP, au fost de (240...280)C/(645...650)C, 

fiind stabilizate cu o precizie de 1C. Dopantul (Zn) a fost transportat 
în zona de depunere printr-un canal separat. 

A fost studiată fotosensibilitatea absolută în intervalul VIS al hete-
rojoncțiunilor tip nCdS-pInP și nCdS-i-pInP, preparate în substratul din 
pInP cu orientarea cristalografică (100), (111)A, (111)B. 

S-a stabilit că fotosensibilitatea absolută maximă (Isc/E) de 

(500...510) AmW-1 este caracteristică pentru structurile tip nCdS-i-
pInP, preparate pe substraturi cu orientarea cristalografică (111)A și 

pi=6,51016 cm-3 (Fig.1, curba 1). 
În cazul majorării concentrației purtătorilor de sarcină în stratul 

epitaxial intermediar iInP până la valoarea de 41017 cm-3, parametrul 

Isc/E diminuează până la 430 A/mW (Fig.1,curba 2). 
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ŞTIINŢE ALE NATURII ŞI EXACTE 

Fizică și inginerie 
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Fig.1. Fotosensibilitatea absolută a heterojoncțiunii  

nCdS-pInP cu strat epitaxial  intermediar iInP:  

1 – pi=6,51016 cm-3; 2 – pi=41017 cm-3 

 

Pentru structurile tip nCdS-pInP (fără strat epitaxial intermediar), 

Isc/E atinge valoarea maximă de 450 A/mW în cazul substraturilor de 

pInP cu direcția cristalografică (111)A și p=3,341017 cm-3, micșorându-

se până la 430 A/mW pentru direcția cristalografică (111)B 

(p=(4...5)1016 cm-3) și până la 415 A/mW pentru orientarea 

cristalografică (100) (p=6,41016 cm-3). Utilizarea substraturilor pInP cu 

p=3,261018 cm-3 (111)A pentru acest tip de structuri conduce la 

micșorarea fotosensibilității absolute Isc/E până la 200 A/mW. 

A fost studiată eficiența cuantică externă (EQE) în intervalul VIS, 

rezultatele fiind prezentate în Figura 2. 
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Fig.2. Dependența eficienței cuantice externe (EQE) de lungimea de 

undă (intervalul vizibil) a heterojoncțiunii nCdS-i-pInP cu strat 

antireflectant SiO2 pi, cm-3: 1 – 61016; 2 – 41017 
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S-a stabilit că valoarea maximă de 75% a EQE a fost obținută pentru 

structurile tip nCdS-i-pInP (pi=(3...5)1016 cm-3) cu strat antireflectant 

SiO2 depus pe suprafața frontală a acestei heterojoncțiuni prin metoda 

evaporării cu fascicul de electroni (300 K). Pentru structurile tip nCdS-

pInP (fără strat epitaxial intermediar) parametrul EQE nu depășește 

valoarea maximă de 45%.  

Astfel, luând în considerare [1, 2], concluzionăm că structurile tip 

n+CdS-i-p+InP, preparate pe substraturi cu orientarea cristalografică 

(111)A, sunt optime pentru obținerea fotodetectorilor cu 

fotosensibilitatea absolută și eficiența cuantică externă maxime. 
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